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SIAT191P10 
五位数控衰减器 V0.1 2203 

性能特点 

● 工作频段：0.5~3.8GHz  

● 低插损：0.96dB@0.5GHz~1.4GHz(typ) 

            1.02dB@1.4GHz~2.3GHz(typ) 

            1.08dB@2.3GHz~2.7GHz(typ) 

            1.18dB@2.7GHz~3.8GHz(typ) 

● 衰减范围：15.5dB 

典型应用 

● 移动基础设施 

● ISM、MMDS、WLAN、WIMAX 

● 微波 

● 测试设备和传感器 

功能框图 

概述 

SIAT191P10为一款五位数控衰减器芯片，频率范围覆盖0.5~3.8GHz，插入损

耗低于1.2dB典型值。衰减精度高，衰减步进0.5dB。  

 

  电性能表（TA=＋25℃,VDD=+3.6V ,VCTL=0/VDD） 
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参数名称 工作条件 最小值 典型值 最大值 单位 

频率范围  0.5~3.8 GHz 

插损   

0.5GHz~1.4GHz  0.96  dB 

1.4GHz~2.3GHz  1.02  dB 

2.3GHz~2.7GHz  1.08  dB 

2.7GHz~3.8GHz  1.18  dB 

衰减范围 0.5~3.8GHz 0.5  15.5 dB 

衰减精度（以插损为参考） 

0.5GHz~1.4GHz ± (0.30 + 5% of Atten. Setting dB 

1.4GHz~2.3GHz ± (0.25 + 3% of Atten. Setting) Max dB 

2.3GHz~2.7GHz ± (0.25 + 3% of Atten. Setting) Max dB 

2.7GHz~3.8GHz ± (0.30 + 5% of Atten. Setting dB 

回波损耗（RF1&RF2，主状态） 0.5~3.8GHz  20  dB 

偏置电压（VDD）   3.6  V 

偏置电流（IDD）   0.2  mA 

控制电流   0.35  mA 

输入1dB压缩点功率 (P1dB) 0.5~3.8GHz 24   dBm 

上升下降时间(10/90% RF)  0.5~3.8GHz  25  ns 

开启时间,关断时间 

(50% CTL to 10/90% RF)  
0.5~3.8GHz  35  ns 

SIAT 
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SIAT191P10 
五位数控衰减器 V0.1 2203 

  测试曲线 
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SIAT 
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V0.1 2203 
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SIAT191P10 
五位数控衰减器 

  工作参数 

偏置电压VDD 3.3V～5V 

控制电压VCTL 
0V～0.3V （Low） 

VDD±0.3（High） 

工作温度 -40℃～+85℃ 

  绝对最大额定值 

射频输入功率 +27dBm 

偏置电压 VDD 5.3V 

控制电压 VCTL 5.3V 

存储温度 -65℃～+150℃ 

ESD（HBM） 500V 

  真值表 

VDD 控制端口 衰减状态 

V5 V4 V3 V2 V1 RF1到RF2 

+3.6V 

+3.6V +3.6V +3.6V +3.6V +3.6V 直通态 

+3.6V +3.6V +3.6V +3.6V 0 0.5dB 

+3.6V +3.6V +3.6V 0 +3.6V 1dB 

+3.6V +3.6V 0 +3.6V +3.6V 2dB 

+3.6V 0 +3.6V +3.6V +3.6V 4dB 

0 +3.6V +3.6V +3.6V +3.6V 8dB 

0 0 0 0 0 15.5dB 

  封装信息 

型号 封装材料 焊盘镀层 MSL等级 封装标识[2] 环保要求 

SIAT191P10 绿色树脂化合物  Sn TBD 
S191 

XXXXX  
符合RoHS 

[1] 最高回流焊温度260℃ 

[2] XXXXX为批号 
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SIAT191P10 
五位数控衰减器 

  封装外形图 

  引脚定义 

  典型应用图 

VDD与R1对照表 

VDD(V) 3.3 3.6 5 

R1(KΩ) 2.7 5.1 16 
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SIAT191P10 
五位数控衰减器 

评估板电路图 
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